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Корисна модель належить до медицини, зокрема до комбустіології, хірургії, травматології і 
може використовуватись при лікуванні дефектів шкіри різної етіології. 

Відомий спосіб тимчасового покриття великих дефектів шкіри різної етіології полягає у 
зрізанні за допомогою електродерматома ксенотрансплантата, з наступною кріоконсервацією та 
ліофілізацією, стерилізацією, що містить епідерміс, дерму, органоїди ксенотрансплантата, 5 
вкладання на поверхню рани і притискання до рани бинтуванням [1]. 

Недоліком відомого способу є недостатня клінічна обґрунтованість, що випливає в наявності 
клітин епідермісу та органоїдів ксенотрансплантата, що напружує імунітет, виробленням антитіл 
з наступним швидким розсмоктанням ксенотрансплантата, що скорочує термін покриття рани. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити відомий спосіб тимчасового 10 
покриття шляхом введення нових технологічних дій, за рахунок якого підвищується клінічна 
ефективність. 

Пропонований спосіб колагенового покриття вирішують тим, що зрізають за допомогою 
електродерматомом ксенотрансплантат, відділюють епідерміс та органоїди шкіри шляхом 
оброблення дистильованою водою протягом 336 годин, міняючи дистильовану воду кожної 24 15 
години. При цьому проходить відділення епідермісу та органоїдів ксенотрансплантата, з 
наступним промиванням колагенового покриття, висушування при температурі 20 градусів 
Цельсія протягом п’яти годин та стерилізацією накладання на поверхню рани і притискання до 
рани бинтуванням. 

Пропонований спосіб пластики колагеновим покриттям гранулюючих ранових поверхонь 20 
великих розмірів продовжує термін ізоляції рани. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  
Спосіб пластики колагеновим покриттям гранулюючих ранових поверхонь великих розмірів, що 
полягає у зрізанні за допомогою електродерматома ксенотрансплантата, з наступною 30 
кріоконсервацією, ліофілізацією, стерилізацією, що містить епідерміс, дерму, органоїди 
ксенотрансплантата, вкладання на поверхню рани і притискання до рани бинтуванням, який 
відрізняється тим, що відділяють епідерміс та органоїди ксенотрансплантата шляхом 
оброблення дистильованою водою протягом 336 годин, міняючи дистильовану воду кожної 24 
години, з наступним промиванням колагенового покриття, висушування при температурі 20 35 
градусів Цельсія протягом п’яти годин. 
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